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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zakres wykonywanych zadan:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta begdzie si¢ zaymowala prowadzeniem badan
1 opracowaniem technologii wytwarzania przyrzadow na bazie poOtprzewodnikow
tlenkowych dla elektroniki przezroczystej 1 elastycznej oraz technik sensorowych. Prace
badawcze beda wykonywane w Zaktadzie Mikro 1 Nanotechnologii Potprzewodnikoéw
Szerokoprzerwowych.

Do gltéwnych zadan osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ww. zakladzie
bedzie nalezato:

- rozwdj technik RBS/c do pomiaru sktadu atomowego cienkich warstw a takze do
analizy struktury krystalograficznej potprzewodnikow,

- prowadzenie prac badawczych nad modyfikacja wlasciwosci potprzewodnikow
poprzez implantacj¢ jonowa:

a) w celu domieszkowania obszarow czynnych,

b) w celu izolacji elektrycznej obszarow czynnych,

c) w celu wytworzenia zdefektowanej warstwy zagrzebanej,

- prezentowanie wynikow prac badawczych na forum lokalnym oraz
miedzynarodowym (raporty, seminaria, prezentacje konferencyjne oraz publikacje w
czasopismach migdzynarodowych i1 branzowych 1 materiatach konferencyjnych,

- pozyskiwanie $rodkow finansowych na prowadzenie badan poprzez
przygotowanie wnioskOw o finansowanie projektéw i realizacje ustug naukowych.



Oczekiwania wobec kandydata:
- stopien doktora w dziedzinie fizyki lub nauk technicznych,

- ogllna znajomo$¢ zagadnien 1 wyzwan wspofczesnej fizyki 1 technologii
potprzewodnikéw,

- umiejetno$¢ postugiwania si¢ akceleratorem typu tandem jako zrodlem jondéw do
zastosowan analitycznych oraz jako generatorem ci¢zkich jonow do implantacji
wysokoenergetycznej,

- umiejetnos¢ mterpretacji widm RBS/c, takze przy pomocy programéw symulacyjnych
SIMNRA i Mc Chasy,

- doswiadczenie w prowadzeniu badan naukowych w =zakresie modyfikacji
wilasciwosci materialow na drodze implantacji jonow,

- umiejetnos$¢ 1 uprawnienia do obstugi akceleratora stosowanego do celow innych niz
medyczne z wylaczeniem akceleratorow stosowanych do kontroli pojazdow
potwierdzone stosownymi uprawnieniami.

- doswiadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi z zewngtrznych zrodet;
- dos$wiadczenie zdobyte w osrodkach zagranicznych,

- bardzo dobra znajomos$¢ jezyka angielskiego w mowie 1 w piSmie, drugi jezyk
bedzie dodatkowym atutem,

Wymagane dokumenty:

- podanie,

-CV

- plan rozwoju kariery naukowej,

- dyplom (odpis lub kopia z poswiadczeniem za zgodno$¢ z oryginatem) uzyskania
stopnia doktora,

- spis osiggni¢¢ naukowo-badawczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem publikacji,
patentow 1 udziatlu w projektach naukowo-badawczych,

- opinia dwoch pracownikow naukowych posiadajacych tytul naukowy lub stopien
doktora habilitowanego,

- uprawnienia do pracy na stanowisku majacym istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony radiologicznej ,,operator akceleratora stosowanego do celow
innych niz medyczne z wylaczeniem akceleratorow stosowanych do kontroli pojazdow”
wydane lub zaakceptowane przez Prezesa PAA,

- oSwiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych 1 o niekaralnosci za
przestepstwa popetione umyslnie lub umys$ine przestgpstwo skarbowe,

- o$wiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celow rekrutacji,

- o$wiadczenie kandydata o akceptacji warunkéw konkursu.

Tryb i termin skladania ofert:

Wyzej wymienione dokumenty prosimy sktada¢ w Sekretariacie Naukowym Instytutu
(02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46, blok VI, pok. 107 ) do dnia 1.03.2019 r.
Pragniemy poinformowa¢ kandydatow, ze komisja konkursowa moze poprosi¢ ich
o publiczne przedstawienie wynikow swoich prac naukowych w formie seminarium.

Rozstrzyvgniecie konkursu:

Rozstrzygnigcie konkursu nastgpi do dnia 8.03.2019 r.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Instytucie Technologii
Elektronowej.

Zgodnie z artykutami 13 i 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iz:

1) administratorem danych osobowych jest Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,
ul. Al. Lotnikdéw 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych nalezy kontaktowad sie
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ite.waw.pl;

3) dane osobowe kontrahentdw, wspotpracownikow, pracownikow i bytych pracownikéw
przetwarzane sg wytgcznie na podstawie przepiséw prawa, w szczegdlnosci na podstawie
art. 6 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz przepiséw krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa;

5) dane osobowe mogg by¢é przekazywane podmiotom zewnetrznym wytgcznie w oparciu
o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostaty zebrane;

6) dane osobowe przetwarzane w Instytucie Technologii Elektronowej nie podlegajg
profilowaniu;

7) osobie, ktérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych;

8) osobie, ktdrej dane sg przetwarzane przystuguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jesli uzna, ze przetwarzanie
narusza przepisy o ochronie danych osobowych;



